Elektronski elementi — kolokvij 1 Jp.
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1.) Polprevodniku smo dodali primesi aluminija (Al) v vrednosti 3x10° cm®. Izrabunajte njegovo specifitno
prevodnost. Koliko atomov fosforja (P) mu moramo dodati, da bo polprevodnik postal nasprotnega tipa s 30% visjo
specifi¢no prevodnostjo.

Podatki: p,=1200 cm*/Vs, p,=500 cm?*/Vs, n=1,5x10" cm?, N,=3x10"° em?, g=1,6x10""° As.
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2.) Za podano polprevodni¥ko strukturo izratunajte in narigite energuske nivoje v posamezni plasti. DoloCite tudi
difuzijsko napetost takéne polprevodniske stukture. .
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3.) Za diodo D, ki je ?nkljuc':ena v vezju imamo naslednje podatke: N,=10'" cm™, N=10"* cm?, n=1,5x10'° cm>,
T = 350K, q=1,6x10"" As, k=1,38x10"2J/K. Za diodo S¢ vemo, da pri prevodno prikljudeni napetosti 0,65V tee
skozi njo tok 1mA. IzraCunajte vrednost upora R; tako, da bo na diodi padec napetosti enak njeni difuzijski
napetosti. [zracunajte $e moc, ki se tro§i na diodi.
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4.) IzraCunajte za koliko se sprcmeni Sirina osiromasenega obmocja silicijcve PN diode, ¢e na diodo prikljutimo ~

napetost 20V v zaporni smeri. Pri kateri napetosn bi dioda preblla e je prebojna elektri¢na poljska jakast v siliciju
250kV/em.
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